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ГЕНЕРАЦИЯ ОБЪЕМНОЙ ПЛАЗМЫ НА ОСНОВЕ СИЛЬНОТОЧНОГО ГАЗОВОГО РАЗРЯДА С ВНЕШНЕЙ ИНЖЕКЦИЕЙ ЭЛЕКТРОНОВ

А.В. Визирь, Е.М. Окс, М.В. Шандриков, Г.Ю. Юшков

Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия,
 e-mail: shandrikov@opee.hcei.tsc.ru
Представлены результаты исследований сильноточного газового разряда низкого давления с электронным эмиттером на основе дугового контрагированного разряда. Обсуждаются физические особенности процесса генерации плазмы в такой системе. Приводятся результаты измерений параметров объемной плазмы с использованием подвижного плоского зонда с охранным кольцом, двойного и эмиссионного зондов. Особенности конструкции электронного эмиттера обеспечивают длительный срок службы за счет уменьшения скорости эрозии дугового катода, а также уменьшают загрязнение газовой плазмы частицами металла. Напряжение горения разряда составляет 50-150 В при токе разряда до 20 А в стационарном режиме. Разрядная система такого типа позволяет формировать однородную и стабильную газовую плазму с концентрацией до 3·1010 см-3 в объёме 1 м3 при давлении в вакуумной камере от 3·10-4 Тор. При этом неоднородность распределения концентрации плазмы составляет не более (15 %, а неоднородность по угловому распределению – (8 %. Устройство отличается высокой энергетической эффективностью, возможностью работы с химически активными газами, простотой в настройке и обслуживании, большим сроком службы. Ресурсные испытания показали, что разрядная система обеспечивает стабильную генерацию плазмы с воспроизводимыми параметрами в течение не менее 100 часов непрерывной работы. Устройство может применяться для объёмной ионной обработки деталей сложной формы с поверхностью более 1 м2.
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